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물질의 녹는점ㆍ끓는점레이저파장으로 조절한다
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물질마다 정해져있는상태변화 온도에비해낮은온

도임에도 물질의 상태변화가 일어나는 저온 비열적

상전이 현상*에 대한 이론적 설명이 제시됨 반도체

물질에 쪼이는 레이저의 파장을 조절함으 로써 반도

체물질에서저온비열적상전이(Nonthermal Phase

Transition) 현상을유도할수있음을확인하고그발

생원리를규명

전자와 원자들의 동역학적 특성을 시뮬레이션 하는

방법을개발하여, 쪼이는레이저의파장을짧게해물

질내전자들의에너지를높이는것이저온비열적상

전이현상을발현하는데중요한요소임을밝혀냄

기존에는 레이저의세기를강하게 하여물질내 들뜬

전자수를 늘리는것이현상발현의 중요요소라고 여

겨졌는데, 이번 연구를 통해 들뜬 전자의 양 보다는

개별전자에너지를높이는것이더큰영향을끼친다

는것을확인

기대효과

연구에 사용된 반도체물질(Ge2Sb2Te5**)은 반도체

메모리 소자 적용을 위해 많은 연구가 진행 중인 물질

로 이번 연구를 통해 300~400도의 낮은 온도에서도

600도수준의상태변화를일으킬수있는이론적근거

를확보하게돼, 열로 인한물질과회로의스트레스를

줄여 반도체 소자의 안정성을 크게 향상 시키는 한편

소재공정관련신기술개발도가능해질것으로보임

[ 그림 2] 방준혁박사님사진

[그림 1] 왼쪽그림과같이원자배열이규칙적인결정질

구조에짧은파장빛을조사하면, 저온비열적

상전이과정을일으키며오른쪽그림의원자배열이

불규칙적인비결정질구조로변함
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